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1.はじめに 

Cu2SnS3 は汎用元素で構成され光吸収係数が大きく太陽電池の光吸収層に適しているものの、バ

ンドギャップが約 0.94 eV と小さい。そのため単層太陽電池に適したバンドギャップとなる様、Sn

の一部を Ge で置き換えた Cu2Sn1-xGexS3（CTGS）が研究されている。しかし、Ge は希少かつ高価

であるため、我々は Ge ではなく Si で置換した元素戦略的に優れている Cu2Sn1-xSixS3（CTSiS）に

着目した。 

 抵抗加熱蒸着法で CTSiS を製膜する場合、Si の融点は 1412℃と高いことから Si の堆積が難し

い。そこで、融点が 859℃と Si より低い Cu3Si を用いれば抵抗加熱蒸着法により CTSiS 薄膜が可

能になると考え、Cu3Si を用い CTSiS 薄膜の作製を試みた[2]。 

2.実験方法 

 Cu3Si/SnS2/ Substrate 積層構造を抵抗加熱蒸着法で作製し、その後 Cu-Si-Sn 系化合物を作るため

あらかじめ窒素雰囲気下で 200℃、250℃、300℃での加熱を 5 分行い、続いて窒素希釈硫化水素

を用い、550℃で硫化を行った。 

3.実験結果 

 Fig.1 に XRD 測定結果を示す。XRD より CTS と Cu2SiS3 間にピークを確認した。ピークシフト

量から、x= 0.2 程度の CTSiS が作製されたと推測している。このことから、Cu3Si を用いることで

CTSiS 薄膜の作製が可能であるといえる。単

層太陽電池に適したバンドギャップである

1.4 eV は Sn:Si= 1:1 であるため[1]、現時点で

は Si の含有量が少ない。そのため、膜内の Si

量を増加させることが今後の課題である。 
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Fig.1 XRD 測定結果 
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